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１．概要（Summary） 

半導体光学素子において InP/InGaAs の周期構造を

作製し、フォトニック結晶（PC）としての光学機能を発現さ

せる際、結晶性の高い膜により[1]、光学的損失を最低限

にできる製造プロセスを確立することが必要である。今回、

東京工業大学量子ナノエレクトロニクス研究センターの有

機金属気相成長装置を利用して、半導体素子内部にお

ける InGaAs 凸構造に対する InP:Si 埋め込み成膜を検

証した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

有機金属気相成長装置 

【実験方法】 

当社にて InGaAs 層をドライエッチングで加工し、

InGaAs の凸形状を作製したサンプルを持ち込み、本技

術代行にてSiドープ InP/InGaAs薄膜の成膜を行った。

その後、当社にて電流狭窄構造形成、電極成膜などを経

てレーザ素子構造を作製し、動作検討を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に、埋め込み InP成膜前の PCの SEM像と、

InP 成膜後サンプルの水平面方向の断面 SEM 像を示

す。円柱状の InGaAs 凸構造が、周期構造を崩さずに、

光学ロスにつながる空隙もなく InPで埋め込まれているこ

とが分かる。この素子を電流注入評価した結果、レーザ発

振を確認した。 

 

  

Fig. 1  成膜前の PC と、成膜後の水平断面の SEM像  

SEM image of PC before and after crystal growth  

 

４．その他・特記事項（Others） 

・参考文献：[1] K. Ohira, T. Murayama, H. Yagi, S. 

Tamura and S. Arai, Jpn. J. Appl. Phys., vol. 41, 

part 1, no. 3A, pp. 1417-1418, Mar. 2002 
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